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В работе изучены структурные, оптические, магнитные и транспортные свойства тонких пленок Zn1-хCoхO (x = 0.05-0.45), полученных на подложках Al2O3 (0001) при температуре ТS=500 оС методом импульсного лазерного осаждения. В условиях низкого давления буферного кислорода (~10-6 Торр) концентрация электронов превышает 1020 см-3 из-за большого содержания донорных вакансий кислорода. При этом пленки начинают демонстрировать ферромагнетизм в намагниченности и аномальном эффекте Холла при температурах выше 100 К [1]. Знак АЭХ в пленках оказался положительным и противоположным знаку нормального эффекта Холла также как в металлических слоях Со, что указывает на кластерную природу ферромагнетизма пленок Zn1-хCoхO [2]. В спектрах поглощения пленок четко наблюдаются пики поглощения, связанные с ионами Со. Расчеты из первых принципов демонстрируют совпадение положения максимумов в пиках поглощения с экспериментом (~1.8 эВ и ~2.9 эВ), что позволяет судить о положениях локализации ионов и определить природу магнетизма пленок. В пленках Zn1-хCoхO (x=0.2) толщиной d=60 нм выявлен сильный гистерезис в магнетосопротивлении для поля ориентированного перпендикулярно плоскости пленок, что указывает на их перпендикулярную магнитную анизотропию. Такая анизотропия, возможно, вызвана магнитными нанокластерами «вытянутыми» вдоль оси роста тонких пленок из-за напряжений, обусловленных рассогласованием параметров кристаллических решеток пленок Zn1-хCoхO и сапфировой подложки. Такая особенность приводит к усилению ферромагнетизма и важна для прикладного применения тонких магнитных полупроводниковых пленок Zn1-хCoхO в спинтронике. 
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